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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年9月19日(2019.9.19)

【公開番号】特開2018-37468(P2018-37468A)
【公開日】平成30年3月8日(2018.3.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-009
【出願番号】特願2016-167346(P2016-167346)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/357    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/369    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/374    (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ５７０　
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ６９０　
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ７４０　

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月7日(2019.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン層の受光面から入射した光によって生じた電子を信号電荷として生成する光電
変換部を備える光電変換装置であって、
　前記光電変換部は、前記シリコン層の中に配されたＮ型の第１不純物領域の少なくとも
一部と、前記シリコン層の中であって前記受光面に対して垂直な方向において前記第１不
純物領域に対して前記受光面とは反対側の部位に配され硼素および酸素を含むＰ型の第２
不純物領域の少なくとも一部と、を含み、
　前記第２不純物領域は、前記部位のうちで硼素濃度が最大値を示す第１部分と、前記方
向において前記第１部分に対して前記第１不純物領域の側とは反対側に位置する第２部分
を有し、
　前記第１部分の硼素濃度をＢａ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、酸素濃度をＯａ（ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３）、前記第２部分の硼素濃度をＢｂ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、酸素濃度をＯｂ（
ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）として、
　Ｂａ×Ｏａ２＜Ｂｂ×Ｏｂ２を満たすことを特徴とする光電変換装置。
【請求項２】
　Ｂａ＜Ｏａを満たす、請求項１に記載の光電変換装置。
【請求項３】
　Ｂｂ＜Ｏｂを満たす、請求項１または２に記載の光電変換装置。
【請求項４】
　１×１０１６≦Ｏａ≦１×１０１８を満たす、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の
光電変換装置。
【請求項５】
　１×１０４６≦Ｂａ×Ｏａ２≦１×１０５２を満たす、請求項１乃至４のいずれか１項
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に記載の光電変換装置。
【請求項６】
　前記第２不純物領域は、前記方向において前記第１部分に対して前記第１不純物領域の
側に位置する第３部分を有し、前記第３部分の硼素濃度をＢｃ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、
酸素濃度をＯｃ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）として、
　Ｂｃ×Ｏｃ２＜Ｂａ×Ｏａ２を満たす、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の光電変
換装置。
【請求項７】
　前記第２不純物領域は、前記方向において前記第１部分に対して前記第１不純物領域の
側に位置する第３部分を有し、前記第３部分の硼素濃度をＢｃ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、
酸素濃度をＯｃ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）として、
　１×１０４６≦Ｂｃ×Ｏｃ２≦１×１０５０を満たす、請求項１乃至６のいずれか１項
に記載の光電変換装置。
【請求項８】
　シリコン層の受光面から入射した光によって生じた電子を信号電荷として生成する光電
変換部を備える光電変換装置であって、
　前記光電変換部は、前記シリコン層の中に配されたＮ型の第１不純物領域の少なくとも
一部と、前記シリコン層の中であって前記受光面に対して垂直な方向において前記第１不
純物領域に対して前記受光面とは反対側の部位に配され硼素および酸素を含むＰ型の第２
不純物領域の少なくとも一部と、を含み、
　前記第２不純物領域は、前記部位のうちで硼素濃度が最大値を示す第１部分と、前記方
向において前記第１部分に対して前記第１不純物領域の側とは反対側に位置する第２部分
と、前記方向において前記第１部分に対して前記第１不純物領域の側に位置する第３部分
と、を有し、
　前記第３部分の硼素濃度をＢｃ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、酸素濃度をＯｃ（ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３）として、
　１×１０４６≦Ｂｃ×Ｏｃ２≦１×１０５０を満たすこと特徴とする光電変換装置。
【請求項９】
　前記第２部分の硼素濃度をＢｂ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、酸素濃度をＯｂ（ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３）として、
　１×１０５０＜Ｂｂ×Ｏｂ２≦１×１０５２

を満たす、請求項６乃至８のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１０】
　前記受光面と前記第１不純物領域との間には、硼素および酸素を含むＰ型の第２不純物
領域が配されており、前記第２不純物領域の硼素濃度をＢｄ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、酸
素濃度をＯｄ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）として、
　Ｂｃ×Ｏｃ２＜Ｂｄ×Ｏｄ２を満たす、請求項６乃至９のいずれか１項に記載の光電変
換装置。
【請求項１１】
　前記受光面と前記第１不純物領域との間には、硼素および酸素を含むＰ型の第２不純物
領域が配されており、前記第２不純物領域の硼素濃度をＢｄ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、酸
素濃度をＯｄ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）として、
　Ｂｂ×Ｏｂ２＜Ｂｄ×Ｏｄ２を満たす、請求項９に記載の光電変換装置。
【請求項１２】
　Ｂｃ×Ｏｃ２＜Ｂｂ×Ｏｂ２を満たす、請求項６、７、９、１０および１１のいずれか
１項に記載の光電変換装置。
【請求項１３】
　前記受光面と前記第１不純物領域との間には、硼素および酸素を含むＰ型の第３不純物
領域が配されており、前記第３不純物領域の硼素濃度をＢｄ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）、酸
素濃度をＯｄ（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）として、
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　１×１０５０＜Ｂｄ×Ｏｄ２≦１×１０５２を満たす、請求項６、７、９、１０および
１１のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１４】
　Ｏｄ≧６×１０１６を満たす、請求項６、７、９、１０および１１のいずれか１項に記
載の光電変換装置。
【請求項１５】
　前記第３部分は、前記シリコン層の中の前記受光面から３．０μｍの深さの位置と前記
第１部分との間に配されている、請求項６乃至１４のいずれか１項に記載の光電変換装置
。
【請求項１６】
　前記方向において前記第１部分に対して前記第１不純物領域の側にＰ型の半導体領域が
存在する範囲は、前記第１部分に対して前記第１不純物領域の側と反対側にＰ型の半導体
領域が存在する範囲よりも狭い、請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の光電変換装置
。
【請求項１７】
　前記シリコン層は、前記方向において前記第２不純物領域に対して前記第１不純物領域
の側とは反対側に位置するＮ型の不純物領域を有する、請求項１乃至１６のいずれか１項
に記載の光電変換装置。
【請求項１８】
　請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の光電変換装置を備える撮像システムであって
、
　前記光電変換装置に結像する光学系と、
　前記光電変換装置を制御する制御装置と、
　前記光電変換装置から出力された信号を処理する処理装置と、
　前記光電変換装置で得られた画像を表示する表示装置と、
　前記光電変換装置で得られた画像を記憶する記憶装置と、
の少なくともいずれかを備える撮像システム。
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